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X線天文衛星ASTRO-H に搭載するX線 CCDカメラ (SXI)は、空乏層の厚みが 200umの Pチャネル裏面照
射型 CCDで、0.2-15keVの軟X線の広いエネルギー帯域の観測を行う。
Suzaku衛星搭載X線 CCDカメラ (XIS)では Si-K吸収端前後のレスポンス測定が十分に行われていなかった

ため、解析時に Si-K吸収端前後のデータを省くなど、性能を十分には生かし切れていない。そこで、SXI の地
上の較正実験では Si K吸収端前後のレスポンスを詳細に求めることを重要課題としている。これまでに我々は
高エネルギー加速器研究機構の放射光施設のビームライン BL-11Aと 11Bの 2本のビームラインを利用し、Si-K
吸収端前後のエネルギー帯域を重点的に、0.3-3.7keVの軟X線帯域のレスポンスの測定を行っている。
これまでに、Si-K edgeより低いエネルギー帯域では 2つのガウシアン (メインピーク、サブピーク)と定数成

分の計 3成分、Si-K吸収端より高いエネルギー帯域では Si-escape成分も含めた計 4成分でレスポンスが近似で
きることが分かっている。さらに詳細な解析で、Si-K 吸収端を挟み、吸収端よりネルギーが高い帯域は、低い帯
域に比べ、定数成分が不連続に増加することなどが分かり、その結果を SXIの応答関数へ取り込んでいる。本報
告では、Si-K edge 付近のレスポンスの測定結果の詳細について報告する。


